VYSOKOFREKVENCNI 156NU70
N-P-N TRANZISTORY

Pouiiti:

Polovodicové souddstky TESLA 156NU70 jsou vysokofrekvenéni tranzistory typu n-p-n,
vhodné pro poufiti jako vysokofrekvenéni zesilovag, smésova& a samokmitajici zesilovaé
v rozhlasovych prijimadich.

Provedeni:

Tranzistor je umistén v hermeticky uzavieném kovovém pouzdru se sklenénou pri-
chodkou.- Zékladni elektroda — baze — je destitka z monokrystalu germania typu p,
emisni elektroda — emitor —~ a sb&rné élekiroda — kolektor, je z germania typu n.
K elektroddm jsou pfipajeny vyvodni drdty. K usnadnéni orientace vyvodd jsou vyvody

umistény ve sklen&né patici v rlznych vzddalenostech — stredni vyvod je bdze, blizi
vyvod je emitor, vzddlen&jsi vyvod je kolektor (oznalen &ervend na pouzdru).

Mezni hodnoty: (Teplota okoli -+25 °C)

Napéti kolektoru Uck max viz obr. A
Napé&ti kolektoru Spitkové UCEM max viz obr. v
Napéti kolektoru Uep max 15 v
Napéti kolektoru $pikové oy max 15 Vv
Napéti emitoru Ugp max 8 \
Napéti emitoru $pickové UpBM max 12 A\
Froud emitoru =g max 10 mA
Proud emitoru ¥pi¢kovy ~igM max 15 mA
Proud kolektoru lcg max 10 mA
Proud kolektoru 3pickovy icem max 15 mA
Proud kolektoru impulsni 3) lcem imp max 20 mA
Proud béze Igm max 5 mA
Ztrata kolektoru (f, = 25 °C) .

bez pfidavného chlazeni P. max 83 mwW

s chladici plochou,

R, =120°C/W P max 150 mwW
Teplotni odpor celkovy R, max 0,6 °C/mW
Teplotni odpor vnitini R;q max 0,15 °C/mW
Teplota pfechodu By max 75 °C
Teplota okoli P max —40...+475 °C
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VYSOKOFREKVENCNI 156NU70
N-P-N TRANZISTORY
Charakteristické udaje: (Teplota okoli 425 °C)
Zpétny proud kolektoru '
(Uep=2V) leBo 0.5 <2 uA
(Ucg =15V IcBo <10 WA
(Ucg=2V) IcEo 25 <75 HA
Zpétny proud emitoru
Wgp=2V) IeBO 04 <2 pA
(Ugg =12 V) B0 <40 uA
Mezni kmitolet ‘
(UCB =6V, _|E = 1 mA) fo 15 75...30 MHz
(Ugg =6V, ~lg=1 mA) fp 9 MHz
Proudovy zesilovaci &initel v
(UCB =6V, ~lp=1 mA,
f=1 kHz) hy1e 100 45...225
Proudovy zesilovaci &initel ’
(Upgg = 6.V, —lg =1 mA,
f, = 1 MHz) | hate | >5:6
Napéti baze )
(Ugp = 6 V. —tg =1 mA) Ugg <185 mv
Charakteristické udaje pii provozu s malym signalem:
(Ugg = 6 V. —lg =1 mA)
Teplota okoli 25°C Cpled 10,5 7 18 pF
) Cyle 410 oF
Ice 0 . <100 us
Cayle 3% us
"3_55 9p'c <0.5 us
\ p o [ v X 9m 39 mA/V
ore e e ' 110 <250 2
e Ve cl:: Vg |2 ron’ i 7.5 35...20 Q/MHz
* T ‘ e 2,6 k2
) e >2 M2
Yoo 25 >10 k2
29.1.1971 - 2
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VYSOKOFREKVENCNI 156NU70
N-P-N TRANZISTORY ‘

Poznamky:
N, = 0,5 MHz
2 f, =1 MHz

3) Podminky pro impulsni provoz:
UcEmaxr =15 V; lcgm =20 mA; pro Ugp = +0.3...+3V

- = " N

Tranzistor je & Ipitkovym vykonem, ktery odpovida soulinu
UCE max * \cEM (300 mW), je-li opakovaci kmitoget zatdéfovacich pulst fp >1 kHz
a jejich kli¢ovaci pomér Vp < 0,2. ’

P=300 mW
Ic _
lcem< -PI l
20mA —
Z t
UCE VT= _t? = 02
Ucemax £ 1BV fp= 1. 1kHz
T
25
C‘®—E maxgb5
: P
- IB i1
i ""é |
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VYSOKOFREKVENCNI 156NU70
N-P-N TRANZISTORY
Spinaci vlastnosti tranzistord:
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Definice spinacich &asd

Hodnoty spinacich éasa:

Provozni hodnoty:

Schéma méficiho obvodu pro méfeni

spinacich viastnosti tranzistorl

g =1 mA Typ g+ 1, t t

gz = 05 mA (ws) - (1s) (us)

o = 10 mA .
155NU70 0,651 0.75<1 0.65<0,9

Uge = 10V 156NU70 0,55<0,7 1,05.1,2 0.65.0,8

Ug » Upg
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N-P-N TRANZISTORY

156NU70

Pulsni zatizitelnost:

P¥i pulsnim provozu musi byt dodrieny ndsledujici vztahy:

pro tp <t0 R P
t: -t -
i max a max t'o
PP =P, + R R,
pro tp =zt P
P Y max — ta max t
p = Rt
B
z fg |
T 1od- T
T
Definice puls
kde jsou: \ etinice pulsd

- pulsni ztradtovy vykon na tranzistoru !

- stejnosmé&rny ztratovy vykon na tranzistoru

- koeficient pulsni pretiZitelnosti

- nejvyssi pfipustnd teplota pFechodu tranzistoru
~  nejvyisi pfedpokliddand teplota okoli tranzistoru

- celkovy odpor tranzistoru (pfechod — okoli)

~  kli¢ovaci pomér _tl"_
T
- doba trvani pulsu
- opakovaci kmitoéet pulst
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Dovolend pulsni zatiZitelnost
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152NU70 - 156NU70

N-P-N TRANZISTORY

Doporuéeni pro montai:

90

1.

Tranzistor je pouzitelny ai do teploty okoli +50 °C, je viak nutno poéditat se zménou
parametril. Stabilizace pracovniho bodu tranzistoru je nutnd.

. Uvedené mezni hodnoty se nesmi piekrodit. Rovnéz se nesmi zaménit polarita

zdroje (kolektor + pol).

. Tranzistory se doporuduje upeviiovat pfipajenim vyvodl a upevnénim pouzdra proii

volnému pohybu pfiSroubovdnim chladiciho kfidélka, které je nasunuto na tron-
zistoru, ke kostfe pfistroje nebo jiné chladici desce (napi. hlinikové o ploie mini-
malné 12,5 cm?) tak, aby povrch tranzistoru prevadél celou plochou ztrdtové teplo
z tranzistoru. DoporuCuje se pfi montdZi kdpnout na dosedaci plochy silikonovy
olej {zvy$i se tim odvod tepla z tranzistoru). - '

. Vyvody se nesmi ohybat ve vzdalenosti bliz§i nez 5 mm od okraje patky. Zdsadné

se nesmi vyvody naméhat na ohyb v misté préchodu ze sklen&né patky (hrozi
nebezpedi ulomeni pfivodu).

. P¥i pdjeni je nutno odvddét vznikajici teplo z vyvodi nejlépe uchopenim vyvodu

do é&elisti plochych kleiti v misté mezi tranzistorem a pdjenym bodem. Doba pd-
jeni vyvodu pdjedlem s teplotou hrotu cca 400 °C max. 5 vtefin.

. Tranzistory jsou neprodyiné zapouzdfieny a jsou odolné vaéi klimatickym vlivim —

proti G&inkGm mrazu —40°C (zkousi se podle normy CSN 34 5681, zkoutka SAS3),
uginkiim suchého tepla +70°C (zkoutka SB6), a&inkim vihkého tepla +55°C
s relativni vlihkosti 95 ai 100 % (zkouska SD5).

. Tranzistory jsou odolné proti G&inkim chvé&ni a otfesim aof do hodnoty 10 g pii

kmitoétu 50 Hz (zkoudi se pcdie CSN 34 5681, zkouika SF4a) proti GEinkim pddu
aZ do hodnoty 40 g (zkouska SE4).

. Tranzistory musi byt skladovdny v uzavienych, suchych a vétranych mistnostech,

kde se nevyskytuji kyselinové, zdsadité a jiné vypary, které by skodlivé pasobily
na tranzistory. Ve skladech se doporuiuje udriovat teplotu 5 ai 35 °C, relativai
vlhkost mensi nez 75 %,.





